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１．概要（Summary） 
極薄化したシリコン回路チップをフレキシブル基板上に

実装するフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)
技術はウェアラブルデバイス開発にとって重要な技術とし

て注目されている[1]。今回、ベアダイのオペアンプチップ

(OPA2277,テキサスインスツルメント)の薄化を、NIMS 微

細加工 PF の CMP 研磨装置を用いて行い、フレキシブ

ル基板上での動作確認を行う。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

 CMP 研磨装置 

【実験方法】 

2 mm×3 mm のベアダイのオペアンプチップを薄化する。

初期チップ厚さ 350 µm から 30 µm 程度まで薄化すること

を目標とし、下記条件で研磨加工を行う。 

（i） ラッピング：砥粒 3 μm, 荷重 1000 g, 
（ii） ポリシング：SF1, 荷重 1000 g 

また研磨加工を行ったオペアンプチップを、弊所の実装

機にてフレキシブル基板に実装し、動作確認を行う。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したサンプルをFig. 1に示す。また動作確認結果

を Fig. 2 に示す。薄化加工を行ったオペアンプチップを

用いて 3 倍の非反転増幅回路を形成し、その動作確認

結果を行った。入力電圧に対して、出力電圧が 3 倍とな

っており、薄化したオペアンプチップが問題なく動作して

いることが確認できる。 
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Fig. 1 Thin OPAMP chip. 

 
Fig. 2 Performance of Thin OPAMP chip. 
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